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Монокристаллы низкотемпературной фазы Bi2Sr2CuO6+δ (Bi 2201) представляют большой интерес для изучения механизма высокотемпературной сверхпроводимости. Основные трудности в получении однофазных монокристаллов Bi 2201 связаны со сложным химическим составом и слоистой структурой. Сверхпроводящие составы этой фазы реализуются с избытком Bi и дефицитом Sr, значения которых определяют величину Тс. 

Для получения монокристаллов Bi 2201 с различным уровнем самолегирования был разработан способ, особенности которого заключаются в формировании замкнутой газовой каверны объемом несколько см3 внутри раствора-расплава в KCl предварительно синтезированной шихты и свободном росте кристаллов внутри этой каверны. Газофазный рост пластинчатых (0.5-2) мм × (0.4-1) мм × (1-10) мкм кристаллов проводили в условиях пониженных температур Ткр = (839-855)оС, малых градиентов температуры в зоне роста ΔТ=(1.5-3)о/см и малой скорости охлаждения Vохл=(0.1-0.6)о/час. В этих квазиравновесных условиях получены монокристаллы высокого структурного совершенства с Тс=(8-10) К, которые находились в области оптимального легирования. Зависимость Тс от катионного состава в этих кристаллах носит сложный характер: при практически одинаковом соотношении Bi/Sr (1.44-1.47) содержание Cu в них изменялось от 1.0 до 1.3. В кристаллах с Тс≤4 К изменялось и соотношение Bi/Sr в пределах (1.25-1.96), и содержание Cu (0.93-1.26). Отсюда следует вывод о существенной роли Cu, которая может занимать различные места в кристаллической решетке и этим изменять концентрацию носителей. Характеристики кристаллов, выросших в одном процессе, весьма близки, что указывает на макроскопическую гомогенность образцов и воспроизводимость процесса роста. Рост наиболее совершенных ограненных пластинчатых кристаллов происходил за счет массопереноса через газовую фазу.

Разработан способ и получены монокристаллы Bi 2201 в широком диапазоне концентраций носителей - от оптимально допированных до несверхпроводящих.

